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1. はじめに 

単位面積当たりのゲート幅を大きくできる

くし型電極を有するデバイスは、非破壊検査、

通信、化学センシングなどの分野への応用が 

期待される周期的な電極構造である [1,2]。   

本研究では、くし型構造のソース/ドレイン  

電極を有するボトムコンタクト型 OFET に  

関してペンタセン膜厚依存性に関する検討を

行ったので報告する。 

2. 実験方法 

本研究で作製したボトムコンタクト型

OFETの断面図を図1に示す。SiO2/Si(100)上に、

Ti をゲート電極としてパターニングした。次

に PECVD 法により SiO2(600 nm)を形成した。

次に Al電極(500 nm)を堆積後ゲート幅/ゲート

長(W/L)16000/28.5 m のくし型構造をドライ

エッチングにより形成し、Au(30 nm)をめっき

法で形成した。くし型構造は 355 m x 45周期

である。次に、蒸着法を用いてペンタセン膜厚

を 20 nm - 50 nmと変化させて室温で堆積した。

堆積レートおよび堆積中の真空度はそれぞれ

1.08 nm/min と 7.8x10-6 Torrとした。このよう

に作製した試料に関して、電気特性を評価した。 

3. 実験結果および考察 

図 2(a)に、ペンタセン 20 nmを堆積した場合

の ID-VD特性を示す。ドレイン電流が 1 pA/m

以下であることがわかった。 

次に、ペンタセン 50 nm を堆積した場合の 

結果を図 2(b)に示す。ボトムコンタクト電極と

して用いたAu/Al電極の垂直性により50 nmに

厚くした場合に良好な ID-VD 特性が得られる  

ことが分かった。 
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図 1  くし型電極ボトムコンタクト型OFETの 

デバイス構造 
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図 2   ID-VD特性のペンタセン膜厚依存性。  

(a) 20 nm、(b) 50 nm。 
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